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Schnelle "soft recovery" =
SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL -

GLEICHRICHTERDIODEN A K
mit niedriger Durchlabspannung
Hichstzulissiger DurchlaBstrom=Mittelvert,
rechteckfirmiger Stromverlauf mit 'Il'.l, = 0,5

bei 8. £ 115°C - 14 A
Hichstzullissige
periodische Spitzensperrspannung Up gy = 50/100/180/ 200V
DurchlaBspannung bei IT = 10 A UF < 0,85 ¥

bei I, = 50 A Up ¢ 1,3 v

Sperrverzigerungsgeit y
beim Umschalten von 1r = 1 A auf Un & JD V trr e as ns

ABMESSUNGEN in mm

Gehliuse: Kunststoff
mit metallischem
Montage flansch,
= JEDEC TO=220
aber 2 Anschliisse
Der Katodenanschlul ist mit
dem Montage [lansch leiiend
verbunden.
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SPANNUNGSGRENZWERTE

Hichstzullissige Gleichsperrspannung: 1} Hn
Hichstzulissige

periodische Scheitelsperrspannung: UR VN
Hichstzullssige

periodische Spitzensperrspannung: Hl R M
STROMGRENZWERTE

Hichstzulissiger Durchlafistrom-Mittelwert 2]

bei
mit

be i
b i

rechteckfirmigem Stromverlauf
Vp o= 0,5 bei 8 £ 115%C:

sinusfirmigem Stromverlauf
o, § 128°Cs

Hichstzulissiger DurchlaBstirom=Effektivwert:
Hichstzuliissiger periodischer Spitzenstrom:

Stolstrom-Grenzwert,

50 Hz - Sinus-Halbwelle, bei 8 = 1507¢y

Grenzlast-Integral, t = 10 ms;

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hichstzulissige Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperaturbereichy

Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Montageflanschg

twischen Montageflansch und Kihlblech,
ohne Wirmeleitpastes

mit Wirmeleitlpastes
mit Wirmeleitpaste « Glimmerscheibe 56 369;

gwischen Sperrschichi und Umgebung:

Impuls=Wirmewiderstand, tp = 1 msg

1
) aus Grinden thermischer Stabilitlit bei R u
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2] Imschaltverluste kinnen bis f = 500 kHz vernachlissigt werden.
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DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

Durchlafspannung bei ilr = 10 A und ‘J = 100"y Ur < 0,85 V¥
bei I = 50 A und 8, = 28°Cs Uy < 1,3 ¥
[
Sperrstrom bei l.r;R W M max und ‘J = 100 C: ll L4 1,3 mA
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten von I_ = 1 A auf U i i v
mit -dlpf‘dl = 50 Afus bei 8, = :u“En} t, < 35 ns
beim Umschalten von I_ = 2 A auf U, = 30 V
mit -dlpfdt = 20 Afps bei 8, = 25°E| ter < 50 ns
Sperrverzugsladung 5
bheim Umschalten wvon IF = 2 A auf Uil. = 30 V
mit -dIFJ'dL = 20 Afps bei 8, = 25%C; g < 15 nAs
Einschal t-5cheitelspannung
beim Einschalten auf I_ = 10 A N
mit dlr,n"dt = 10 Afus bei 8, = 257Cs Upy ™= 1,0 ¥
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— YETOUD
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